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Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Fliissigkeitsbehandlung eines definierten Bereiches
einer Hauptoberfliache eines scheibenférmigen Gegenstandes, insbesondere eines Wafers.

Der Grund fir eine Behandlung eines definierten, randnahen Abschnitts eines scheibenférmi-
gen Gegenstandes, insbesondere eines Wafers, soll im folgenden beschrieben werden.

Ein Wafer, beispielsweise ein Siliziumwafer, kann beispielsweise allseitig eine Beschickung
von Siliziumdioxid aufweisen. Fiir nachfolgende Prozesse (wenn zum Beispiel eine Goldschicht
oder eine Schicht aus Polysilizium (polykristallinem Silizium) aufgebracht werden soll) kann es
notwendig sein, den Wafer zumindest im Randbereich einer Hauptoberfldche, gegebenenfalls aber
auch im Bereich seiner Umfangsflache und/oder der zweiten Hauptoberflache von der vorhande-
nen Beschichtung zu befreien. Dies geschieht durch Atzverfahren, die sich vor allem in Trocken-
dtzverfahren und Nassatzverfahren untergliedern lassen. Auch kann es erwiinscht sein ein zuvor
galvanisch aufgebrachtes Metall (z.B. Kupfer) von bestimmten Bereichen einer Hauptoberflache
eines Halbleitersubstrates zu entfernen. In diesem Fall kann dieser Bereich entweder ein ringfér-
miger, randnaher Abschnitt sein oder genau der Bereich, der Hauptoberfldche auf der sich die
Strukturen befinden (device side), in dem sich keine Strukturen befinden, d.h. der chipfreien Zone.

Ein Grund daftr Schichten von randnahen Abschnitten zu entfernen kann der folgende sein.
Bei verschiedenen Prozessen werden {ibereinander unterschiedlichste Schichten aufgebracht.
Diese Schichten iiberziehen auch den Randbereich des Wafers. Beim Transport des Wafers wird
dieser im Randbereich mehr oder weniger fest durch Greifmittel beriihrt. Dadurch kann es zum
Absplittern der Schichten kommen. Dadurch werden Partikel generiert die wiederum die Wafer-
oberflachen verunreinigen kénnen. ‘ .

Die Erfindung ist auf das Behandeln von scheibenférmigen Gegensténden mit Flussigkeiten
gerichtet, wie z.B. das Nassétzen von Schichten. Dabei wird der zu behandelnde Flachenabschnitt
des Wafers mit der Behandlungsfliissigkeit benetzt und die zu entfernende Schicht bzw. die Verun-
reinigungen abgetragen oder in diesem Flachenabschnitt eine Schicht aufgebracht.

Wihrend der Fliissigkeitsbehandlung kann der scheibenformige Gegenstand entweder still ste-
hen oder rotieren (z.B. um seine Achse). ‘

Dementsprechend liegt nun der Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine Méglichkeit aufzuzei-
gen, auf einer Oberflache eines scheibenformigen Gegenstandes einen definierten Abschnitt mit
einer Flussigkeit zu behandeln, wobei es u.a. auch méglich sein soll einen Randbereich von tber
2 mm (gemessen vom duferen Rand des scheibenformigen Gegenstandes) zu behandeln. Wenn
auch hier jeweils ein Bereich, der von einer Kreislinie nach auen und/oder innen begrenzt ist, so
ist dies dennoch nicht notwendig; der zu behandelnde Bereich kann auch z.B. durch ein Vieleck
begrenzt sein. Diese Begrenzungslinie kann, wenn es sich bei dem scheibenférmigen Gegenstand
um einen Halbleiterwafer handelt, dem Bereich der Oberfliche auf dem sich die Chips befinden
(,device area“) entsprechen. Demzufolge ist der dufere, chip-freie Bereich zu behandeln.

Eine weitere Aufgabe der Erfindung ist es den definierten Bereich hintereinander mit zwei oder
mehrere von einander verschiedenen Fliissigkeiten zu behandeln, zum Beispiel um zwei oder
mehrere Schichten von dem scheibenférmigen Gegenstand im definierten Randbereich zu entfer-
nen. Dies kann insbesondere dann problematisch sein, wenn beiden Schichten nicht durch die
selben Atzfiiissigkeiten angegriffen werden. Zur Veranschaulichung des Problems soll folgendes
Beispiel dienen. Schicht A wurde direkt auf das Bulksilizium eines Siliziumwafers aufgetragen.
Schicht B wurde auf die Schicht A aufgebracht. Schicht A ist Siliziumdioxid, d.h. eine Schicht, die
nur von Flusssdure nennenswert angegriffen wird. Schicht B ist Kupfer, d.h. eine Schicht, die nur
von starken Oxidationsmittein angegriffen wird. Starke Oxidationsmittel greifen Siliziumdioxid
jedoch im Allgemeinen nicht an und auf der anderen Seite wird Kupfer von Flusssaure kaum ange-
griffen.

Danach schlagt die Erfindung in ihrer allgemeinsten Ausfiihrungsform ein Verfahren zum Be-
handeln von scheibenférmigen Gegenstiénden mit einer ersten Fliissigkeit und mindestens einer
zweiten Fliissigkeit zumindest in einem definierten Randbereich eines scheibenférmigen Gegen-
standes vor, wobei die ersten Fliissigkeit von der zweiten Filissigkeit verschieden ist.

Der Unterschied der beiden Fliissigkeiten kann sich durch die Wahl der Komponenten oder de-
ren Konzentration ergeben.

Unter Behandeln ist hier zum Beispiel Nassétzen, Nassreinigen oder auch eine elektrochemi-
sche Behandlung (Galvanisches Atzen, galvanisches Beschichten (Electroplating)) zu verstehen.
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Auch kann die Oberfldche nasschemisch durch oberﬂachllches Umwandeln (Oxidieren) behandelt
werden.

Das Verfahren enthalt die folgenden aufeinanderfolgenden Schritte:

* Der scheibenférmige Gegenstand wird in die Nahe einer Maske gebracht, wobei der Ab-
stand a1 zu der Maske grofier gleich 0 mm ist und die Maske in dem Bereich, in dem der
scheibenférmige Gegenstand behandelt werden soll, mit dem scheibenférmigen Gegen-
stand Uberlappt,

+ Auftragen der ersten Flissigkeit, so dass diese im Bereich zwischen der Maske und dem
scheibenférmigen Gegenstand gehalten wird,

*+ Erhdhen des Abstandes zwischen der Maske und dem scheibenférmigen Gegenstand auf
einen Abstand a2,

 Entfernen der auf dem scheibenférmigen Gegenstand verbleibenden Reste der ersten Flis-
sigkeit,

* Verringern des Abstandes zwischen der Maske und dem scheibenférmigen Gegenstand auf
einen Abstand b1,

 Auftragen der zweiten Flissigkeit, so dass diese im Bereich zwischen der Maske und dem
scheibenférmigen Gegenstand gehalten wird,

» Erhéhen des Abstandes zwischen der Maske und dem scheibenférmigen Gegenstand auf
einen Abstand b2,

» Entfernen der auf dem scheibenférmigen Gegenstand verbleibenden Reste der zweiten
Fiiissigkeit.

Wadhrend bisher definierte Randbereiche mit Masken nur mit einer einzelnen Flus3|gke|t be-
handelt werden konnten, gibt dieses Verfahren nun die Méglichkeit, einen definierten Randbereich
hintereinander auch mit mehreren unterschiedlichen Fliissigkeiten zu behandeln, wobei dieses
Verfahren den zusétzlichen Vorteil hat, dass diese unterschiedlichen Flissigkeiten nicht mit einan-
der vermischt werden.

Bei einer Ausfiihrungsform des Verfahren entfernt die erste Fliissigkeit eine erste Schicht vom
scheibenférmigen Gegenstand und die zweite Flussigkeit behandelt die freigelegte Oberfléche. Die
zweite Flissigkeit kann die freigelegte Oberfliche atzen. Wenn die freigelegte Oberfliche die
Oberflache einer weiteren zweiten Schicht ist, kann die zweite Fliissigkeit die freigelegte Oberfla-
che so étzen, dass diese zweite Schicht nur gediinnt oder auch entfernt wird.

Sowohl die erste Schicht als auch die zweite Schicht kann aus einer oder mehreren Teilschich-
ten unterschiedlicher Materialien bestehen, wobei den Teilschichten untereinander gemeinsam ist,
dass diese durch die gleiche Fliissigkeiten (Atzldsung) geatzt bzw. entfernt werden kénnen. Wih-
rend bisher nur Schichtkombinationen geatzt werden konnten, welche mit einem Atzmittel zu
entfernen waren, gibt dieses Verfahren nun die Méglichkeit, auch Schichtkombinationen von einem
definierten Randbereich zu entfernen die unterschiedlicher Atzmittel bediirfen.

Nach einer vorteilhaften Ausfiihrungsform des Verfahren, soll der Abstand a2 bzw. b2 mindes-
tens eineinhalbmal so groR? sein wie der Abstand a1 bzw. b1. Dadurch wird die Wahrscheinlichkeit
wesentlich erhoht, dass sich ein Flissigkeitsfilm, der zwischen dem scheibenférmigen Gegenstand
und der Maske durch Kapillarkréfte gehalten wird, zerstort wird.

In einer weiteren Ausfiihrungsform des Verfahren wird zumindest eine der mindestens zwei
Atzfliissigkeiten auf die der Maske abgewanden Seite aufgebracht, flieRt um den umfangseitigen
Rand des scheibenférmigen Gegenstandes und dringt dann in den Bereich zwischen der Maske
und dem scheibenférmigen Gegenstand ein. Hierdurch kann die Atzfliissigkeit gleichmaRig auf den
gesamten Rand des scheibenférmigen Gegenstandes verteilt werden.

Auch kann dadurch gleichzeitig zumindest eine Schicht auf der der Maske abgewandten Seite
des scheibenférmigen Gegenstandes zumindest teilweise entfernt werden.

Zumindest eines der Materialien der zu entfernenden Schicht kann aus der folgenden Gruppe
bestehen: Siliziumdioxid (thermisches Oxid, TEOS (Tetraethoxysilan)), Siliziumnitrid, Titan, Titan-
nitrid, Tantal, Tantalnitrid, Kobalt, Gold, Silber, Platin, Wolfram, Wolframsilizid, Polysilizium, Kupfer,
Aluminium, Silikatglas (fluoriertes Silicatglas, Borsilicatglas (BSG), Borphosphorsilicatglas BPSG,
Phosphorsilicatglas PSG, undotiertes Silikatglas (USG)), Bor-Strontiumtitanat (BST), Blei-
Zirkoniumtitanat (PST).

Zumindest eines der Materialien kann aus der Gruppe gewahlt sein bestehend aus Titan,
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Titannitrid, Tantal, Tantalnitrid, Kobalt, Gold, Silber, Platin, Wolfram, Wolframsilizid, Polysilizium
(polykristallines Silizium), Kupfer, Aluminium und ein anderes Material aus der Gruppe Siliziumnit-
rid, Siliziumdioxid, Silikatglas. Die eine Gruppe enthélt Materialien, die vorzugsweise mit oxidieren-
den Atzmitteln entfernt werden konnen. Die andere Gruppe enthalt Materialien, die mit Flusssdure
enthaltenden Atzmitteln entfernt werden. ‘

Bei einem vorteilhaften Verfahren erfolgt das Entfernen der auf dem scheibenférmigen Gegen-
stand verbleibenden Reste der ersten Atzlésung dadurch, dass die verbleibenden Reste der ersten
Atzlosung abgeschleudert werden. Bei einer anderen Ausfiihrungsform erfolgt das Entfernen der
auf dem scheibenformigen Gegenstand verbleibenden Reste der ersten Atzlésung durch Absplilen
mit einer Flissigkeit. Beide Ausfiihrungsformen verhindern, dass es durch ein Verbleiben von
Resten von Atzmittel auf der Oberfliche des scheibenformigen Gegenstandes zu Korrosion
kommt. Auch kann der Trager und mit ihm der Wafer wahrend der gesamten Behandlung rotieren.

Das Erhohen und Verringern des Abstandes zwischen der Maske und dem scheibenférmigen
Gegenstand kann durch Anheben bzw. Senken des scheibenférmigen Gegenstandes geschehen.
Dadurch kann die Maske fix mit dem Tréger verbunden bleiben.

Bei einem vorteilhaften Verfahren geschieht das Anheben bzw. Senken des scheibenférmigen
Gegenstandes dadurch, dass die der Maske zugewandte Oberflache des scheibenférmigen Ge-
genstandes {iber Gasdiisen angestromt wird und zwar durch entsprechendes Andern der Ge-
schwindigkeitskomponente des Gasstroms, die normal auf die Oberfliche des scheibenférmigen
Gegenstandes wirkt. Dies hat den Vorteil, dass die dem Tréger zugewandte Oberfléche des schei-
benférmigen Gegenstandes nicht bertihrt werden muss, sondern in einen von der Maske weiter
entfernten Schwebezustand {ibergefiihrt wird. Das Erhéhen der Geschwindigkeitskomponente des
Gasstroms, die normal auf die Oberfliche des scheibenférmigen Gegenstandes wirkt, kann auf
unterschiedliche Weise erfolgen. Der Gasstrom einer schrig oder normal zur Oberfliche des
scheibenférmigen Gegenstandes gerichteten Vielzahl von Gasdiisen wird erhéht oder Uberhaupt
erst eingeschalten, oder eine schrig zur Oberfliche des scheibenformigen Gegenstandes gerich-
teten Vielzahl von Gasdiisen wird in deren Lage so verandert, dass die Gasdusen steiler gegen die
Oberflache des scheibenformigen Gegenstandes gerichtet ist.

Bei einer Ausfiihrungsform des Verfahren wird der scheibenférmige Gegenstand wahrend der
Atzbehandlung umfangseitig durch Greifelemente gehalten. Das Anheben und Senken des schei-
benférmigen Gegenstandes kann hier erleichtert werden, indem wahrend des Anhebens und
Senkens des scheibenférmigen Gegenstandes die Greifelemente nicht anliegen. Dazu kénnen die
Greifelemente (z.B. Haltepins) kurz gedffnet werden.

Unter Bezugnahme auf Fig. 7 wird im folgenden eine Vorrichtung beschrieben, mit der das be-
anspruchte Verfahren durchgefiihrt werden kann. Die Vorrichtung besteht aus einem Tréger 11
(Chuck), der aus einem Grundkorper 4 und einer Maske 2 (hier ein Ring) besteht. Der Ring ist iber
die Abstandskérper 41 beabstandet zum Grundkérper auf diesem befestigt. Die dem Wafer zuge-
wandte Flache des Ringes ist eine Ebene, und zwar parallel zur Hauptoberflache des Wafers. Auf
der Maske 2 (hier ein Ring) sind Stifte 3 (Haltepins) befestigt, die bezogen auf die Rotationsachse
A des Tragers 11 radial nach auRen bewegt werden kénnen und den Wafer W umfangsseitig
umschlieRen kénnen. Die Stifte 3 haben die Form kleiner Zylinder mit ihren Achsen senkrecht zur
Oberfliche des Wafers. In den Grundkdrper 4 sind Gaskandle 44 und 45 eingearbeitet, die in
Gasdiisen 46 und 49 miinden und gegen die dem Trager 11 zugewandte Oberfliche des Wafers
gerichtet sind. Die Diisen 46 und 49 sind schriag nach aufen gestellt, wobei die weiter innen lie-
genden Diisen 49 weniger schrig gestellt sind, als die weiter aulen liegenden Diisen 46, d.h. der
austretende Gasstrom G1 der weiter aulien liegenden Diisen 46 trifft in einem flacheren Winkel auf
die Waferoberfliche, als der austretende Gasstrom G2 der weiter innen liegenden Diisen. Sowohl
die innen liegenden Diisen 49, als auch die aulen liegenden Diisen 46 kénnen wahlweise entwe-
der eine Vielzahl kreisférmig angeordnete Diisen sein, oder die Form von Ringdiisen besitzen.

Die innenseitige Kontur des Ringes (Maske) ist im Normalfall ein Kreis. Dieser Kreis besitzt
einen Radius, der so viel kleiner ist, als der Radius des Wafers wie der zu &tzende Randbereich
des Wafers breit sein soll. Falls der Rand eines Wafers, der einen sogenannten Fiat besitzt, geéatzt
werden soll, und der Randbereich im Bereich des Fiats behandelt werden soll, ist die Kontur der
Maske entsprechend zu wiahlen. Bei der Durchfithrung des Verfahren ist darauf zu achten, dass
der Wafer so auf den Trager (Chuck) gelegt wird, dass der Fiat des Wafers im Bereich des Fiats
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der Innenkontur des Ringes zu liegen kommt. Um zu verhindern, dass sich der Wafer wihrend der
Behandlung gegeniiber dem Ring verdreht, werden Greifmittel (Haltepins) vorgeschlagen, die den
Wafer im Bereich des Fiats beriihren. Diese Greifmittel kénnen beweglich oder starr ausgebildet
sein. :

Die in Fig. 7 beschriebene Vorrichtung kann auf im wesentlichen zwei verschiedene Arten be-
trieben werden. Bei der ersten Betriebsart kénnen der duRere Gasstrom G1 und der innere Gas-
strom G2 getrennt von einander ein und ausgeschaltet werden. Ist nur der erste Gasstrom G1
eingeschalten, so strémt Gas nur tber den Bereich 47. Der Wafer W wird nur leicht angehoben,
wodurch sich ein kleiner kapillarartiger Spalt 15 zwischen Maske 2 und Wafer W ausbildet. Auch
kann z.B. kein Gasstrom eingeschalten werden, wodurch der Wafer auf der Maske (Ring) aufliegt.
Wird in diesem ersten Betriebszustand nun Fliissigkeit auf die obere Seite des Wafers aufgetra-
gen, so wird diese in den Spalt 15 eingezogen. Wird nun zusétzlich oder statt des Gasstromes G1
der Gasstrom G2 eingeschalten, so strémt Gas nicht nur tiber den Bereich 47 auRerhalb der duRe-
ren Disen 46, sondern auch tber den Bereich 48 zwischen den duReren und den inneren Disen.
Durch diesen zweiten Betriebszustand wird der Wafer W etwas angehoben, dargestellt durch die
gepunktete Linie. Der Waferrand gleitet dabei entlang der Zylinderfliche der Stifte 3, wozu es
notwendig sein kann die Stifte vorriibergehend leicht zu 6ffnen. Dieses leichte Anheben des Wa-
fers reicht aus dafiir, dass die Flussigkeit im Spalt 15 zwischen Maske und Wafer nicht mehr durch
Kapillarkrafte gehalten wird. Die Flussigkeit kann aus diesem Bereich entfernt werden, was durch
den Gasstrom geschieht, d.h. die Tropfen werden radial nach auen hin weggeblasen. Unterstiitzt
kann das Entfernen der Flussigkeit dadurch werden, dass der gesamte Trager 11 und mit ihm der
Wafer rotiert. Zusétzlich kann durch eine Diise, welche durch die Flussigkeitsleitung 28 gespeist
wird, Spiilflissigkeit durch den Grundkdrper 4 auf die dem Trager zugewandte Waferoberfliche
gefuihrt werden, wodurch die im Spalt 15 befindliche Fliissigkeit zusatzlich verdrangt wird. Diese
Spulflussigkeit muss ihrerseits selbstversténdlich auch wieder entfernt werden. Was durch ab-
schleudern geschieht.

Bei der zweiten Betriebsart werden beide Gasstréme G1 und G2 gemeinsam geschaltet. In
einem ersten Betriebszustand strémt weniger Gas als in einem zweiten Betriebszustand, wodurch
der Wafer im zweiten Betriebszustand eine Lage einnimmt, bei der sein Abstand zu der Maske 2
grofer ist, als im ersten Betriebszustand. Der Abstand des Wafers W zur Maske 2 im ersten Be-
triebszustand ist z.B. 0,3 mm und im zweiten 0,8 mm. ‘

Anhand der Figuren 8 und 9 sind verschiedene mégliche Anwendungsformen des Verfahren
beschrieben.

Die Figuren 8a - 8d zeigen mégliche Behandlungsstufen eines Wafers (im Querschnitt) der ur-
springlich auf seinem Kern 60 (Bulksilizium) eine Schicht 62 aufgebracht hat (Fig. 8a). Danach
wird diese Schicht 62 auf der Oberseite, im Randbereich und im definierten Randnahen Bereich
der Unterseite des Wafers entfernt. Es verbleibt die Schicht 63 (Fig. 8b). Nun wird die freigelegt
Oberflache mit einer zweiten Fllissigkeit behandelt, und zwar z.B. gereinigt, geétzt (geatzter Be-
reich 64 Fig. 8c) oder eine neue Schicht 67 (Fig. 8d) aufgetragen.

Die Figuren 9a - 9e zeigen mégliche Behandlungsstufen eines Wafers (im Querschnitt) der ur-
spriinglich auf seinem Kern 60 zwei Schichten (70, 72) aufgebracht hat (Fig. 9a). Danach wird die
erste Schicht 72 auf der Oberseite, im Randbereich und im definierten Randnahen Bereich der
Unterseite entfernt. Es verbleibt die Schicht 73 (Fig. 9b) und die Schicht 70 ist entsprechend freige-
legt. Nun wird die freigelegt Oberfliche der Schicht 70 behandelt, und zwar z.B. gereinigt, geétzt
oder eine neue Schicht aufgetragen (nicht dargestellt). Wenn die freigelegte Oberflache der
Schicht 70 geétzt wird, so kann diese lediglich gedinnt (gediinnter Bereich 74, Fig. 9e) oder im
behandelten Bereich komplett entfernt werden, wobei die Schicht 71 verbleibt (Fig. 9¢). Nach
entfernen der Beiden Schichten 70 und 72 im behandelten Bereich kann auf der nun freigelegten
Oberflache eine Schicht 77 aufgetragen werden (Fig. 9d).

Im folgenden ist unter Bezugnahme auf die Figuren 1 - 6 ein Beispiel fur eine mdgliche Abfolge
der Prozessschritte beschrieben:

a) Der Wafer W auf den Tréger (Chuck) gelegt mit einem Gasvolumenstrom (G1 + G2) von

0 - 40 I/min, wodurch sich ein Abstand a1 von 0 - 0,3 mm des Wafers zur Maske einstellt.
Der Wafer liegt nun auf der Maske auf oder schwebt auf einem Gaspolster. SchlieRen der
Stifte 3 (Haltepins). Die Vorderseite des Wafers (W, ,device side®) ist dem Trager (Chuck)
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bzw. der Maske 2 (hier ein Ring) zugewandt. Der Abstand wird dabei so gewahlt, dass Atz-
flussigkeit, die zwischen dem Wafer und der Maske eindringt nicht weiter eindringt, als
Wafer und Maske einander Uberlappen. Auch wenn der Abstand 0 mm betrégt dringt Atz-
flissigkeit in den Bereich zwischen Wafer und Maske ein, was durch die Oberflachenrau-
higkeit von Maske und/oder Wafer bedingt ist.

Rotieren des Chucks mit dem Wafer mit einer Geschwindigkeit von 300 min™'. Auftragen
eines ersten Atzmittels auf die Riickseite Wb des Wafers, das Atzmittel flieBt durch Flieh-
kraft zum Rand des Wafers um dessen Rand herum und zum Teil F2 auf die Vorderseite
W des Wafers (Fig. 1). Der GroRteil F1 des Atzmediums wird abgeschleudert. Dabei wer-
den alle Schichten, die durch das erste Atzmittel entfernt werden kénnen auf der Ricksei-
te, dem Waferrand und der Vorderseite soweit der Wafer und die Maske einander Gberlap-
pen entfernt, d.h. bis zum Punkt P (Bereich d). Ein Teil der Atzfliissigkeit verbleibt in dem
kapillarahnlichen Bereich 15 zwischen der Vorderseite des Wafer und der Maske (Fig. 2).
Stoppen des Flussigkeitsauftrages.

Erhdhen des Gasvolumenstroms auf 100 - 300 I/min, wodurch sich ein Abstand a2 von
0,7 - 1,4 mm des Wafers zur Maske einstellt, wobei es notwendig sein kann die Haltepins
kurz zu 6ffnen (Fig. 3). Der Fliissigkeitsfilm zwischen Maske 2 und Wafervorderseite wird
zerstort, dargestellt durch die Tropfen 6. -

Abschleudern der ersten Atzfliissigkeit mit 3000 min”'. Der Teil der Atzfliissigkeit, der in der
Kapillare zwischen der Vorderseite des Wafer und der Maske verblieben ist, wird dadurch

- aus diesem Bereich entfernt.

Optional kann zur Verbesserung des Entfernen der Reste der ersten Atzfliissigkeit, auf die
Vorder- und/oder die Riickseite Spiilflissigkeit (z.B. entionisiertes Wasser) aufgetragen
werden. Dieses wird, da der Abstand zwischen Wafer und Maske zu hoch ist, nicht durch
Kapillarkrafte dazwischen gehalten, und kann daher leicht abgeschleudert werden. Der da-
fir notwendige Abstand bzw. der entsprechende Gasvolumenstrom lésst sich empirisch
ermitteln. ‘

Verringern des Gasvolumenstrom auf O - 40 l/min, wodurch sich ein Abstand b1 von
0 - 0,3 mm des Wafers zur Maske einstellt, wobei es notwendig sein kann die Haltepins
kurz zu 6ffnen, damit sich der Wafer absenkt (Fig. 4 und Fig. 5).

Wiederholen der Schritte b) - f) (Fig. 4 - 6) wobei statt der ersten Atzflissigkeit eine zweite
Atzflussigkeit verwendet wird, die von der ersten verschieden ist.

Gegebenenfalls wiederholen des Schrittes g) und anschlieRendes wiederholen der Schritte
b) - f) wobei statt der zweiten Atzflissigkeit eine dritte Atzfliissigkeit verwendet wird, die
von der zweiten Atzfliissigkeit verschieden ist. Eine dritte Atzfliissigkeit kann gleich der ers-
ten Atzfliissigkeit sein,

Trocknen des Wafers.

Offnen der Stifte 3 (Haltepins) und Abnehmen des Wafers vom Chuck.

In den folgenden beiden Beispielen sind mogliche Schichtaufbauten (Stack) angefiihrt und die

entsprechenden Atzmittel mit denen die Schichten entfernt werden kdnnen. Die Reihenfolge der
Schichten ist hier nach der Reihenfolge in der die Schichten abgetragen werden gewahit.

Beispiel 1:

Material der zu entfernenden Schicht Schichtdicke |Atzmittel

Siliziumdioxid, aufgebracht durch P-TEOS
(Plasma unterstiitze Gasphasenabschei- (600 nm
dung (plasma CVD) von Tetraethoxysilan)

wissrige Losung aus 34%

Fl aure
Plasma unterstiitzt aufgebrachtes Silizium- 250 nm usssaur
nitride (PE-SiN)
. . . o ) wassrige Losung aus 2% Fluss-
Barriereschicht (Titannitrid) 3-5nm saure und 66% Salpeterséure
p— " S
Thermisches Siliziumdioxid 100 nm waissrige Lsung aus 10%

Flusssadure
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Beispiel 2:
Material der zu entfernenden Schicht Schichtdicke |Atzmitte!
Kupfer (PVD-Schicht, Galvanische Schicht) (600 nm 69% Salpeterséure
- S -
Barriereschicht (Titannitrid) 3-5nm wassrige Lsung aus 2% Fluss

sdure und 66% Salpetersdure

wissrige Losung aus 10%
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Thermisches Siliziumdioxid 100 nm

Flusssdure

PATENTANSPRUCHE:

Verfahren zum Behandeln von scheibenférmigen Gegensténden mit einer ersten Flilssig-
keit und mindestens einer zweiten Fliissigkeit zumindest in einem definierten Randbereich
eines scheibenférmigen Gegenstandes, wobei die erste Flussigkeit von der zweiten Flus-
sigkeit verschieden ist, gekennzeichnet durch die folgenden aufeinanderfolgenden Schrit-
te:

1.1 der scheibenférmige Gegenstand wird in die Nahe einer Maske gebracht, wobei der
Abstand a1 zu der Maske gréRer gleich 0 mm ist und die Maske in dem Bereich, in
dem der scheibenférmige Gegenstand behandelt werden soll, mit dem scheibenférmi-
gen Gegenstand Uberlappt, :

1.2 Auftragen der ersten Fliissigkeit, so dass diese im Bereich zwischen der Maske und
dem scheibenférmigen Gegenstand gehalten wird,

1.3 Erhohen des Abstandes zwischen der Maske und dem scheibenférmigen Gegenstand
auf einen Abstand a2, :

1.4 Entfernen der auf dem scheibenférmigen Gegenstand verbleibenden Reste der ersten
Flussigkeit,

1.5 Verringern des Abstandes zwischen der Maske und dem scheibenférmigen Gegen-
stand auf einen Abstand b1,

1.6 Auftragen der zweiten Fliissigkeit, so dass diese im Bereich zwischen der Maske und
dem scheibenférmigen Gegenstand gehalten wird,

1.7 Erhéhen des Abstandes zwischen der Maske und dem scheibenférmigen Gegenstand
auf einen Abstand b2,

1.8 Entfernen der auf dem scheibenférmigen Gegenstand verbleibenden Reste der zwei-
ten Fllssigkeit.

Verfahren nach Anspruch 1, wobei die erste Flissigkeit eine erste Schicht vom scheiben-

férmigen Gegenstand entfernt und die zweite Flissigkeit die freigelegte Oberflache be-

handelt.

Verfahren nach Anspruch 2, wobei die zweite Flissigkeit die freigelegte Oberflache &tzt.

Verfahren nach Anspruch 3, wobei die zweite Flissigkeit die freigelegte Oberflache so

atzt, dass die darunter liegende zweite Schicht entfernt wird.

Verfahren nach Anspruch 1, wobei der Abstand a2 bzw. b2 mindestens eineinhalbmal so

groB ist, wie der Abstand a1 bzw. b1.

Verfahren nach Anspruch 1, wobei zumindest eine der mindestens zwei Flussigkeiten auf

die der Maske abgewandten Seite aufgebracht wird, um den umfangseitigen Rand des

scheibenférmigen Gegenstandes flieRt und dann in den Bereich zwischen der Maske und
dem scheibenférmigen Gegenstand eindringt.

Verfahren nach Anspruch 2, wobei auf der der Maske abgewandten Seite zumindest eine

Schicht zumindest teilweise entfernt wird.

Verfahren nach Anspruch 2 bei dem zumindest eines der Materialien einer Schicht besteht

aus der Gruppe enthaltend Siliziumdioxid (thermisches Oxid, TEOS (Tetraethoxysilan)),

Siliziumnitrid, Titan, Titannitrid, Tantal, Tantalnitrid, Kobalt, Gold, Silber, Platin, Wolfram,

Wolframsilizid, Polysilizium, Kupfer, Aluminium, Silikatglas (fluoriertes Silicatglas, Borsili-

catglas (BSG), Borphosphorsilicatglas BPSG, Phosphorsilicatglas PSG, undotiertes Silikat-
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glas (USG)); Bor-Strontiumtitanat (BST), Blei-Zirkoniumtitanat (PST).

Verfahren nach Anspruch 8 bei dem zumindest eines der Materialien einer Schicht aus der
Gruppe bestehend aus Titan, Titannitrid, Tantal, Tantalnitrid, Kobalt, Gold, Silber, Platin,
Wolfram, Wolframsilizid, Polysilizium (polykristallines Silizium), Kupfer, Aluminium ist und
ein anderes Material aus der Gruppe Siliziumnitrid, Siliziumdioxid, Silikatglas ist.

Verfahren nach Anspruch 1 bei dem das Entfernen der auf dem scheibenférmigen Gegen-
stand verbleibenden Reste der ersten Atzlésung dadurch erfolgt, dass die verbleibenden
Reste der ersten Atziésung abgeschleudert werden.

Verfahren nach Anspruch 1 bei dem das Entfernen der auf dem schelbenformlgen Gegen-
stand verbleibenden Reste der ersten Atzlésung durch Abspiilen mit einer Flissigkeit er-
folgt.

Verfahren nach Anspruch 1 bei dem das Erhéhen und Verringern des Abstandes zwischen
der Maske und dem scheibenférmigen Gegenstand durch Anheben bzw. Senken des
scheibenférmigen Gegenstandes geschieht.

Verfahren nach Anspruch 1 bei dem das Anheben bzw. Senken des scheibenférmigen
Gegenstandes dadurch geschieht, dass die der Maske zugewandte Oberflache des schei-
benférmigen Gegenstandes liber Gasdiisen angestromt wird und zwar durch entsprechen-
des Andern der Geschwindigkeitskomponente des Gasstroms, die normal auf die Oberfls-
che des scheibenférmigen Gegenstandes wirkt.

Verfahren nach Anspruch 1 bei dem der scheibenférmige Gegenstand wihrend der Atz-
behandlung umfangseitig durch Greifelemente gehalten wird.

Verfahren nach Anspruch 14 bei dem wihrend des Anheben und Senkens des scheiben-
féormigen Gegenstandes die Greifelemente nicht anliegen.

HIEZU 2 BLATT ZEICHNUNGEN
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